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【手続補正書】
【提出日】平成26年10月31日(2014.10.31)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　酸化タングステン膜を有するゲート電極と、
　前記ゲート電極と接するゲート絶縁膜と、
　前記ゲート絶縁膜を介して、前記ゲート電極と重なる酸化物半導体膜と、を有し、
　前記酸化タングステン膜の仕事関数は、４．９ｅＶ以上５．６ｅＶ以下であり、
　前記酸化物半導体膜は、インジウムと亜鉛とを有することを特徴とする半導体装置。
【請求項２】
　酸化タングステン膜を有するゲート電極と、
　前記ゲート電極と接するゲート絶縁膜と、
　前記ゲート絶縁膜を介して、前記ゲート電極と重なる酸化物半導体膜と、を有し、
　前記酸化タングステン膜は、２０．４原子％以上２３原子％以下のタングステンと、６
１．８原子％以上７８．４原子％以下の酸素と、０原子％以上１５原子％以下の窒素と、
０．８原子％以上１．８原子％以下のアルゴンとを有し、
　前記酸化物半導体膜は、インジウムと亜鉛とを有することを特徴とする半導体装置。
【請求項３】
　酸化タングステン膜を有するゲート電極と、
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　前記ゲート電極と接するゲート絶縁膜と、
　前記ゲート絶縁膜を介して、前記ゲート電極と重なる酸化物半導体膜と、を有し、
　前記酸化物半導体膜は、インジウムと亜鉛とを有し、
　前記酸化タングステン膜に、Ｎ２Ｏプラズマ処理を行い、
　前記プラズマ処理後、前記酸化タングステン膜に、２５０℃以上の熱処理を行うことを
特徴とする半導体装置の作製方法。
【請求項４】
　酸化タングステン膜を有するゲート電極と、
　前記ゲート電極と接するゲート絶縁膜と、
　前記ゲート絶縁膜を介して、前記ゲート電極と重なる酸化物半導体膜と、を有し、
　前記酸化物半導体膜は、インジウムと亜鉛とを有し、
　前記酸化タングステン膜に、Ｏ２プラズマ処理を行い、
　前記プラズマ処理後、前記酸化タングステン膜に、２５０℃以上の熱処理を行うことを
特徴とする半導体装置の作製方法。
【請求項５】
　請求項３又は請求項４において、
　前記プラズマ処理は、３００Ｗの供給電力で行うことを特徴とする半導体装置の作製方
法。
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